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O que pretendemos fazer
nos próximos anos
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■ Passivação superficial de semicondutores
 Ge para processamento de alto desempenho
 SiC para eletrônica de potência

■ Revestimentos protetores superduros
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Necessariamente NANO
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Circuito integrado
(IC)

Fabricação em escalaDispositivo
MOSFET

300 mm107 mm2

Imagens: divulgação Intel (2007).

Nanoeletrônica do presente

Nessa escala, compreender mecanismos pode
determinar o successo ou fracasso de novas tecnologias
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Passivação de Ge
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Há transporte atômico de 18O e 15N?
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Passivação de Ge

18O(p,α)15N @ E
R
 = 151 keV 15N(p,αγ)12C @ E

R
 = 429 keV

15N inibe a entrada de 18O, mas é removido.
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C. R. Barrett, MRS Bulletin 31, 906 (2006).
K. Matsumoto et al.,  Appl. Phys. Lett. 68, 34 (1996).

AFM

Single-electron transistor

Ciência e tecnologia
lado a lado – muitos

desafios e oportunidades

...

Ge?

Nanoeletrônica do futuro
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SiC

C. Radtke et al., Appl. Phys. Lett. 92, 252909 (2008).

18O(p,α)15N @ E
R
 = 151 keV

Incorporação de 18O ligada a resíduo de C no SiO
2

12C(α,α)12C @ E
R
 = 4,26 MeV
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9W. D. Sproul, Science 273, 889 (1996).

Revestimentos protetores

■ Superdureza: nitretos com dado período na 
multicamada
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G. Abadias et al., Surf. Coat. Technol. 202, 844 (2007).

Revestimentos protetores
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REDE NANOBIOTEC-BRASIL

Caracterização
física Aplicações

Funcionalização
de superfícies

Isolamento e
modificação de 

biomoléculas

Preparação de
superfícies

Rede de Pesquisa e Formação em Biofuncionalização de Superfícies
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Inibição de biofilmes

A. J. Macedo, Faculdade de Farmácia da UFRGS.
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Caracterização física

F. Bonatto, manuscrito em preparação.
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Rationale

Passivação de Si
Óxidos nanoestruturados

Traçagem isotópica
IBA
XPS

Microfabricação
Caracterização elétrica

Ge, SiC

Superfícies
“biológicas”

Revestimentos
protetores
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IBA
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IBA 2011 no Brasil!
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XPS, LEIS
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FIB
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Tomografia

MRS Bulletin, vol. 32, May 2007.
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Micro e nanofabricação

MRS Bulletin, vol. 32, May 2007.
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PVD

Factory acceptance tests, setembro de 2009.
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ALD



23Ivar Giaever, www.lindau-nobel.de
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Além da pesquisa

■ Ensino
 Novas disciplinas de Pós-Graduação
 Escolas de Inverno
 Novos bacharelados e Engenharia Física

■ Extensão
 Ensino Médio
 Empresas
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Conclusão

■ A Física continua um campo de trabalho 
fascinante e encontra-se particularmente repleta 
de oportunidades.

■ Daqui a 50 anos, o IF estará 50 anos mais 
experiente... e 50 anos mais jovem!
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